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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年1月12日(2017.1.12)

【公開番号】特開2015-119164(P2015-119164A)
【公開日】平成27年6月25日(2015.6.25)
【年通号数】公開・登録公報2015-041
【出願番号】特願2014-163839(P2014-163839)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/304    ６４７Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   21/304    ６４８Ｇ
   Ｈ０１Ｌ   21/304    ６４３Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月17日(2016.11.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１１】
　ここで、第２の実施形態に係る基板洗浄装置１４Ａのように、アルカリ現像液の濃度を
変化させる場合には、第１液供給部４０Ｂが備えるノズル４１ａからＤＩＷを供給しなが
ら、第２液供給部４０Ｃが備えるノズル４１ｂからアルカリ現像液を供給すればよい。か
かる場合、ウェハＷ上でアルカリ現像液とＤＩＷとが混合され、ウェハＷ上で低濃度のア
ルカリ現像液が生成される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
　ここで、図１０に示すグラフの横軸は、ベアシリコンウェハ上の位置（ウェハ径）を示
しており、直径３００ｍｍのベアシリコンウェハの中心位置を０とし、両端位置をそれぞ
れ－１５０，１５０としている。また、図１０に示すグラフの縦軸は、トップコート膜の
膜厚を示しており、その値は、トップコート膜を形成した後の膜厚に対する各膜厚の比率
を示している。図１０では、トップコート膜を形成する前の膜厚を実線Ｌ１で、トップコ
ート膜を形成した後の膜厚を破線Ｌ２で、常温の純水を供給した後の膜厚を一点鎖線Ｌ３
でそれぞれ示している。ここで、常温の純水（以下、「ＣＤＩＷ」と記載する）とは、例
えば２３℃の純水のことをいう。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１３】
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